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Реферат:
1. Дисертацію присвячено розробці технології вирощування кристалів твердих розчинів Sb1-xBix, а також
дослідженню їх електрофізичних властивостей. У роботі запропоновано фізичну модель розрахунку
коефіцієнтів теплопровідності в монокристалах сплавів Sb-Bi постійного складу зі вмістом вісмуту до 20 ат.
%. Визначено оптимальні умови росту монокристалів сплавів сурма-вісмут, вирощених без підживлення, та
градієнтних монокристалів. У вирощених кристалах твердих розчинів Sb-Bi із вмістом вісмуту до 20 ат. %
обміряна щільність дислокацій, що склала від 3,0 106 см-2 до 1,73•107 см-2. Проведено моделювання
конвекції в рідкій фазі в умовах, близьких до росту градієнтних монокристалів твердих розчинів сурма-
вісмут з підживленням розплаву. Вирощено монокристал сплаву сурма-вісмут зі зміною концентрації
вісмуту від 2,5 до 17 ат. % і градієнтом параметрів кристалічної решітки до 0,852 %/см. У зразках
монокристалів сплавів Sb-Bi обмірювана концентрація вісмуту, параметри кристалічної решітки,
концентрація й рухливість носіїв заряду, питомого електроопору, термо-е.р.с. і коефіцієнти



теплопровідності.

2. The thesis dedicated the elaborating of new growth method SbxBi1-x alloy gradient single crystals with a lattice
parameter gradient up to 1%/cm along the bulk. Sb-Bi gradient single crystals with Bi composition from 2 to 18
at% have been grown by a modified Czochralski method with Bi feed. The growth conditions of SbxBi1-x alloy
single crystals and density of dislocations in them was experimentally investigated. The dislocations density along
of the bulk increased from 3,0•106 сm-2 to 1,73•107 cm-2 in these single crystals.This Sb-Bi alloy single crystal had
the gradient of Bi concentration of 14.5 at%/cm and a lattice parameter gradient of 0.85%/cm. The electron
concentration in the single crystals changed from 4.2•1018 to 6•1018cm-3 and the carrier mobilities from 1.22•104 to
1.12•104 cm2/V s, respectively. The measured thermo emf in these crystals decreased from 81 to 21 mV/K with the
increase of Bi composition up to 18 at%.
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